Vergleichstyp . '
HM 6516 o 2/86

vorléufige technische Daten

Hersteller: VEB Zentrum %ur Forschung und T@eﬁm@é@ga@
v Mikroslektronik Dresden

Statischer Schreib-Lese-Speicher mit wehlfreiem Zugriff (sRAM)

- Speicherkapazitét 16 384 Bit

-~ Orgenisation 2K x 8 BitF

= Typspektrum : U 6516 DG 15 (Grundtyp)
UL 6516 DC 15 (Selektionstyp)
UL 6516 DG 15 (selektionstyp) N
U 6516 DG 25 _ (Anfallsyp)

- Zugriffszeit 150 ns {(fiir U 6516 DG 15, UL 6516 DC 15 und UL 6516 DG 15)

250 ns (fiir U 6516 DG 25)

- geringer belstunvsverbrauch auBerst geringe Ruheleilstung

~ Betriebgspannung + 5V + 5%

- gemeinseme (bidirektionale) Datenein=/-gusginge

- 2 Enable - Signale

- Tri-state = Ausgangsstulen

- hdreBlatch ~ demit nur getakteter Betrieb moglich

- DT -Kompatibilitét fir alle Anschlisse )

- Datenerhalt bis zu eirder Betriebsspannung UCC = 2 V ("Schlafzustend")
= 24-poliges DIL=PlastgehBuse

- Ungebungstemperatur =25 cce +85 °C bzWe O eee 70 °

C
- intezrierte Schutzschaltungen in allen Eingtngen
- CMOS=Herstellungstechnelogie
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Funktiongbeschreibung

Der sR4M U 6516 D besteht aus folgenden Punktionsgruppen:

=~ Speichermetrix mit Jje 128 Zeilen und Spelten (16384 BlT> S
- fdreBlatch fir 11 Adressen '

- Zeilendekoder

.= Spaltendekoder

- Treiber~ und Empfangerschaltung

= Leseverstérker und Schreibséhaltung

=~ Bin=/fusgabe= und Zyklussteuerung

Der U 6516 D kann in den Betriebsarten Tesezyklug, Schreibazyklus und Lese=/Schreibzyklus erbeiten.
Die Betriebsarten sind mitdtels der Signale (%, OF und W3 steuerbar.

Die Auswahl des Speichers erfolgt mit dem CE-Signel (0B = L), nachdem vorher mit der H/L-Flanke

desg (E~Signels die an den Adr@ﬁpins snliegende Adresse in des AdreBletch Ubernommen wurde, die dort
{(bis zum Beginn des nEchsten ILyklus) zwischengespeichert wird. Die Aklivierung der Datenausginge

DO bis D7 erfolegt mit dem OE-SiZnel (OB = L).



-

In der Betriebsart "Lesen" (VI = H) gelangt die in den jeweils adressierten 8 Speicherzellen
{("Byte"-Organisation) stehende Informstion bis zu den inmeren Datensusgingen (sog. "internes Lesen"):
nach Aktivierung der Datenausginge durch das OR-Signal steht diese Information an den Datenpins DO
bis D7 zur Verfligung. ‘ ‘

Bei der Betriebsart “Schreiben” wird bel CE'=.WE = L, UE = ¥ die Information in die adressierten
Spelcherzellen geschrieben. )

In der Betriebsart "LesenmSchQEiben" werden in einem Zyklus die Speicherzellen gelesen; anschliefend
werden die gleichen Zellen erneut beschrieben. ’

Betriebsart ' E WE oF : Detenpins DO ... DT

Ruhezustand H beliebig beliebig Ausgang hochohnmig, BEingang gesperrt
(nicht ausgewshlt)

luternes Lesgen L H : H : Ausgénge hochohmig, Einginge gesperri
Lesen i H L husgang sktiv, Bingeng gesperrt
Schreiben i L H o Ausgeng hochohmig, Eingang aktiv

Anmerkung: Soll beim Schreibzyklus das 0E-Signel beliebig sein, gilt

g

jie T : ; 2 2
. dle Forderung  typey £ Popoy Wad typem £ Yopope

Der U 6516 D kann auch im sog. "Schlafzustand" (d.h. Reduzierung der Betriebesspannung bis zu 2 V) betrie
werden, wodurch, bedingt durch die demn vorhendeme &uBerst geringe Stromeufnehme ("Schlafstrom™),
eine Spelicherung elngeschriebener Daten Uber léngere Zeit glnstig mdglich ist.

Technische Daten

(Alle Spennungen sind auf Ugg = 0V hezogen)

Grenzwerte
‘ Kurzzeichen min. max. Einheit

Betriebsspanﬁung Uaq o =03 7 v
Speannung en allen U =03 Upgt0, 3 v
Eingéngen
Verlustleisgtung et - 1 W
Betriebstemperatur 4 -25 +85 1) °c .

0 70 @) %

» 0
Lagertemperatur stg =55 +155 G
Betriebsbedingungen
statische Bedingungen
Kurzzeilchen mine maxe Binhel?

Betriebsspannung Uac 4,75 9925 ¥
L=Bingangsspannung ] UIL =0, 3 0:8- v
H=-Eingsngsspannung UIH 2 UCC+O93 v
Schlafspannung Uaog 2 v
AdreBverhalizeit vl 10 1 s
Umgebungstemperatur @é =25 +85 ;% 430

o} 70~ C

1) gi1% fir U 6516 DG 15, UL 6516 DG 15 und U 6516 DG 25

2) gilt fir UL 6516 DO 15
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Dynemigche Bedingungen

U 6516 DG 15, UL 6516 DG 15

UL 6516 DC 15 U 6516 DG 25
' Kurzzeichen min. mex. mine. mex. Birnheit

AdreBvorhelte- t 10 - 10 - ns -
zeld ’ AVCL ' N
AdreBhaltezeit tCLAX 50 - 50 B .ons
Datenhaltezelten Lo : o 7

tCHDX 0 - 0 - - ns

YwEDz

SoHpz ‘
WE=Lesevorhalte= Syme, 0 ’ - 0 - ns .
zeit : ' .
Lese=Schreib=Ab- - ' 0 : - 0 i - ns
stand - QWL : .
' G -Low-Impuls~- % 150 - 250 - ns

CLCH .
dauer . :

toopp 1) 280 - - 470 - ns
5EmHighmImpuls= h. 50 : Do 140 - ns
dsuer CHCL
ﬁWEmLOW;ImpulSm T 60 - 100 - ' ns
fener 3 1 130 - 220 - ne

WLWH2 ) .
WE~Impulevor= b 60 - 100 T ns
hsltezeitfen WLCH -

Sorwm ) %0 - - - 250 - ns

1 . e
_ by oo 130 - 220 - s
te= - 60 - 100 P k:

ggziggorhalbe Tover ‘ 10 ns

tDVWH 60 - 100 - ns
Zykluszeit tCLCL 200 ¢ . - 390 - ns

. 1)

tarcone 330 - 610 = ~ms

B Werte gelten nur flir Betriebsart "Lesen=Schreiben!

Kennwerte .
UL 6516 DG 15
U 6516 DG 15 UL 6516 DC 15 U 6516 DG 25

Statische Kennwerte

Fine
Kurzzeichen mine ) meXe mine meXe - mine mMeXe heit

stromaufnahme

£ = 1 IHz .
UI = 0 V bazw. UCC

Betriebse= Tag . 50 - 20 - 20 mh

IO = O mA

- QO
Ugg = 5 Vs ”i = 25 °g

=1
g
N
<
i
Ui
B

Ruhestrom=
aufnahme

Upg = 5,25 7
Up = O

CCSB 50 Jus

T=

I 0 mA

O:



Statische Kennwerte

Kurzgzelchen

U-6516 DG 15

mine

UL 6516 DG 15
UL¢6516 DC 15

meXe. mine meXe

U 6516 DG 25

min.’

Ein-

max e heit

Schlafstrom- I
auvfnahme

U =2V

ccs
ac
=07
Ig = 0 mA

. L-fusgangs~
spannung

;IO=392mA

Uor,

Hefusgengs=
spannung

IO =-1 mh

Uon

Il

Zingengslecke=
gtrom

UCC = 5,257V

<
0 é,UI & Une ’

Eingangskapau/ CI
21tEL -
Up = oV

£ = 11Hz

Dynamische Kennwerte

Kurzzeichen

:é,4

-1

U 6516 DG 15
UL 6516 DG 15

mine.

20 = 3

0,4 - 0,4

+1 ] IR B

UL 6516 DC 15

mexXe

2,4

=1

U 6516 DG 25

mine

naXe

20 /uA

O - v

g /uA

Einheit

Zugriffszelt
angegebene Aus-
gangsbeschaltung

Sorgv

Verzidgerungszelit dex
Datensusginge
U = 5V

& o= 25 °C

a

angegebene Ausgangs-
beschaltung

Verzdgerung CE=Ausgang t
aktiv

angegebene Ausgangs—
beschaltung .

Verzbgerung Ch-Ausgang
hochohmig :

0y = 50 pF

150 -

10

60 -

250

100

ns

ng

ne

ns

Die éynamisohen Kennwerte tCLQV* tOLQV und tCLQX beziehen sich guf nachstehende Lastsohaltung.'
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Bild 5: Schreibzyklus (OF = BIGH)
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Bild 6: Lese~/Schreibzyklus

Applikative Hinweise

Das U 6516 D - Typepektrum vereint geringe Zugriffszeiten (150 ns bzw. 250 ns) mit geringen Ruhe-
stromen (50 /uA bzw. 5 /QA) und Schlafestromen (20 /uA bzw. 3 /uA) und bietet auéerdem, besonders
fir die Rechentechmnik, glnstige Systembedingungen, wie Byte=Organisation, 2 Enable-Signale, Pin-
kompatipilitdt zu dem entsprechénden EPROMwTyp U 2716 C und die TTLmKompatibiliféte :

Durch die 3yte~0rganisation vereinfacht sich der Systementwurf von Speicherbldcken sowie von Iikro-
rechuer-Minimalkonfigurationen (z. B. Einplatinenrechner). ks wird ein - hinsichtlich Platzbedart
ﬁnd Trasslerung - glnstiges Lelterkarten~Layout erreicht sowie, da jewells nur 1 Speicher-Schalt-
kreis (bei 8 Bit-Rechmer-Systemen) aktiviert werden mulB, eine geringere Betrilebsstromeufnahme des
Systems. '

Durch das zuséizliche Znable-Signal OF wird eine vom (a-Signal unabhingige Aktivierung der Daten~
ausgénge DO bils DT erreicht. Bel CZ =L und 78 = OF = H werden dle gelesenen Deten des Speichers in
des Ausgengslatch dessellben gebracht; parallel dazu ktrnnen. - da die Datenpins des Speichers noch
hochohmig sind - bel einem entsprechend‘gewéhlten Tikrorechnerbus suf dessen Datenleitungen berelts
Datentransporte erfolgen. Das GEwSignal erlaubt ealso bel richiiger Handhabung eine Verbesserungyder
Systemdynanik. Die Pinkompatibilitdt zum EFPROM U 2716 C gestattet die Reslisierung von "Byte-wide! =
Xonzepten und ermdglicht demit die rmultivalente Verwenduug vorhendener-iiikrorechnerleiterkarten,

de e Bestlickung wahlweise mit U 6516 D oder U 2716 €.

Die TUL-Hompebilitdt aller Tins gestattet die Verwendung von Schalitkreisen der D, DL. und DS-Reibe

Zur Ansieuerunsz.
Des tdreBlatch des U 6516 D bletet nur im Systemeinsatz mlt-elner CPU, dle gemeingame Daten- und
AdreBleitungen auvfwelst (z, B. U 8000),: dynamische Vorteile. .
Durch die relativ niedrige Betriebssiromaulfnshme sowle dle ZuBerst geringen Ruhe~ und Schlafstrtme
ist der U 6516 D pridestiniert fiir den Tinsatz in batteriebeiriebenen Cerdten der kommerziellen
Llektronik sowie in Geriten, bei denen die eingeschricbencn Bitmustcr gegen gewollte oder (un=

glinstiger!) zuf8llige Abschaliung der Hetzspammung. geschiitzt werden sollen (d. h. Betriebsspanmmngs-
pufferung).
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Pir eine derartige Betriebsspanmungspulferung gelten einige, im folgenden zusammengestellte, grund-
s&tzlichen Bedingungen. Fur die Umschaltung der Systemspannungsversorgung suf die Batterieversor-
gung ist eine Umschaltlogik erforderlich, die die bel Netzausfall entstehende Absenkung’der Vere
sorgungsspannung suf weniger als 4,75 V erkennt und noch entsprechende "Vorarbeiten", d. h. Beendi-
gung des gerade laufenden Speicherzyklus {gef. "Pufferkondensator® erforderlich), die Umschaltung
vornimmt .

Es ist zu beachten, dal das E uwnd OF bei Batterievetrieb auf H-Totentiels liegen mub (d. h. An-
schluf tber 100 kOhm=Vidersténde an den UCC ~ Pin des Speichers). '

Alle anderen Eingéngeres Speichers (WE, Adressen und Daten) werden lber 100 kOhm-Widersténde eben-
falls an das chmPin degs Speichers bzw. an ilasse angeschlossen. - »
Speicherangriffe sind erst wieder erlaubt, wern dle Betriebsspannung wieder 4,75 V erreicht hat und
(positive CS-Impulsdauer) vef~angen ist. Yrinzip .einer derartigen Schaltung ist im

&

die Zelt tCHCL
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Bild. 7: Betriebsspannungspuiferung



